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Используя метод сканирующей микроскопии пьезоэлектрического отклика (СМПО), 
исследована статическая нано- и микродоменная структура монокристаллов релаксорного 
сегнетоэлектрика ниобата бария стронция (SrxBa1-xNb2O6), как нелегированного, так легированного 
церием и хромом. Все эксперименты проводились при комнатной температуре, которая ниже 
температуры замерзания для исследуемых монокристаллов. 
Показано, что исходная доменная структура SBN представляет собой трехмерный 
нанодоменный лабиринт с заряженными доменными стенками. С помощью статистического 
анализа СМПО изображений были определены средний период и фрактальная размерность 
полученного лабиринта. 
Приложение серии знакопеременных импульсов электрического поля приводит к распаду 
исходной структуры SBN, что позволяет создать монодоменное состояние в поверхностном слое.  
Создание полидоменного состояния с микронными размерами доменов осуществляется 
приложением одиночных импульсов электрического поля с длительностью меньше времени 
переключения. Анализ СМПО изображений полидоменной структуры позволил обнаружить 
эффект изменения формы доменов в процессе роста от «круглой» к «квадратной» с 
бочкообразным искажением, близкой к форме доменов в титанате бария [1]. Наблюдаемый эффект 
отнесен за счет изменения относительного вклада конкурирующих стохастического и 
детерминированного механизмов зародышеобразования, которые приводят к изотропному и 
анизотропному росту доменов, соответственно [2]. Кроме того, было показано, что в результате 
неполного слияния доменов формируются цепи изолированных остаточных нанодоменов, что 
отнесено за счет взаимодействия сближающихся доменных стенок. 
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